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TEMA 6: EL TRANSISTOR MOS

6.1. Estructura fisica.
6.1.1 Estructura Metal Oxido Semiconductor (MOS)
6.1.2 El transistor MOS de enriquecimiento: de canal N y de canal P

6.1.3 El transistor MOS de empobrecimiento: de canal N y de canal P.

6.2. Regiones de operacion.
6.2.1 Region de corte.
6.2.2 Region lineal u 6hmica.

6.2.3 Region saturacion.

6.3. El transistor MOS como elemento de circuito:

6.3.1 Variables de circuito y configuraciones basicas:

e drenador comun,
» fuente comin
e puerta comun.

6.3.2 Curvas caracteristicas y modelos basicos.

6.3.3 Circuitos con transistores: Calculo del punto de trabajo.

6.4. Familias l6gicas MOS.

6.4.1 Familias NMOS: Puértas Ldgicas y Funciones Booleanas

6.4.2 Familia CMOS: Puértas Ldgicas y Funciones Booleanas
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